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Introdução

1A pesquisa por novos materiais semicondutores para
sensores de luz tem crescido devido à demanda por
dispositivos mais rápidos e eficientes que operem em
uma ampla faixa de frequências. Entre esses materiais, o
telureto de estanho (SnTe) surge como uma alternativa
promissora para a construção de nanofilmes
optoeletrônicos. O SnTe possui uma estrutura cristalina
semelhante ao telureto de chumbo (PbTe), que é popular
por suas propriedades termoelétricas, porém tem um
potencial maior para aplicações em sensores.

2Sensores de luz baseados em nanofilmes
semicondutores, como o SnTe, têm vantagens em termos
de tamanho, tendo a capacidade de detectar luz em
faixas que permeiam do ultravioleta ao infravermelho,
assim torna o material atrativo. A caracterização elétrica
dos nanofilmes de SnTe é essencial para entender o
transporte de carga e a resposta do material em diversas
frequências, impactando diretamente sua eficiência em
sensores.

Metodologia

As amostras utilizadas neste estudo (23009, 23005 e
23007) foram fabricadas no Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) e consistem em SnTe
depositado sobre um substrato de BaF₂. As amostras
identificadas como 23005 e 23009 possuem uma
espessura de 500 nm, enquanto a amostra 23007
apresenta 2000 nm. Além disso, as amostras 23005 e
23007 contam com uma camada adicional de BaF₂.. A
primeira etapa consistiu em entender a estrutura dessas
amostras, como elas foram preparadas e como são
montadas nos dispositivos de medição, garantindo que
estivessem configuradas adequadamente para as
medições elétricas subsequentes. A caracterização
elétrica foi então realizada para correlacionar as
propriedades dessas amostras, como espessura e
dopagem, com o desempenho dos sensores de luz. A
análise incluiu medições de resistência, condutividade,

magneto resistência e a variação dessas propriedades em
função da frequência da luz incidente.

Além disso, foi realizada uma revisão da literatura
científica disponível sobre o SnTe e suas aplicações em
sensores optoeletrônicos. Isso permitiu justificar os
resultados obtidos, comparando-os com estudos
anteriores e reforçando a importância das propriedades
elétricas dos nanofilmes de SnTe.

Resultados e discussão
Os resultados de fotocondução para diferentes LEDs
mostraram que o material apresenta variações na
condutividade dependendo da luz aplicada na amostra,
sendo que a fotocondutividade aumenta conforme a
intensidade da luz incidente sobre o material. Na Figura
(a), são apresentadas as curvas de fotocondutividade
para a amostra de SnTe revestida com BaF2, utilizando
LEDs com diferentes comprimentos de onda.
Observa-se que a amostra demonstra maior amplitude de
fotocondutividade para o LED azul (menor
comprimento de onda) e menor amplitude para o LED
vermelho (maior comprimento de onda). Isso sugere que
o LED de maior energia (azul) exerce um impacto mais
significativo na condutividade do material. No entanto,
de maneira inesperada, todas as curvas apresentaram um
efeito de fotocondutividade negativa, onde a condução
elétrica diminui com a incidência de luz.

(a) Condutividade normalizada para a amostra de SnTe



com capa de BaF2 para leds com diferentes
comprimentos de onda.
Já os resultados para magneto resistência foram
encontrados evidências da localização de Anderson,
podendo observar o efeito de interferência quântica
resulta em localização fraca e anti-localização. Na figura
(b), observa-se a resistência elétrica em função de um
campo magnético para a amostra de SnTe, aplicando
uma corrente elétrica de 5mA com campo de 0 deg
variando a temperatura. À medida que a temperatura
varia, a resistência diminui, esse efeito é observado
como um "pico" na resistência perto de campo
magnético zero e depois uma queda conforme o campo
aumenta.

(b)variação normalizada da magnetorresistência da
amostra de SnTe variando a temperatura aplicada em 0
deg.

Conclusões

O estudo da caracterização elétrica dos nanofilmes de
SnTe demonstrou o potencial do material para aplicação
em sensores de luz, principalmente em faixas de
comprimentos de onda que variam do ultravioleta ao
infravermelho. Os resultados de fotocondução indicaram
que o SnTe, revestido com BaF2, responde de maneira
significativa à luz azul, devido à maior energia desse
comprimento de onda, embora o efeito de
fotocondutividade negativa tenha sido observado em
todas as amostras. Além disso, os resultados de
magnetorresistência revelaram efeitos quânticos de

localização fraca e anti-localização, reforçando a
sensibilidade do SnTe a campos magnéticos. Esses
achados sugerem que, com ajustes apropriados na
dopagem e espessura, o SnTe pode ser otimizado para
melhorar a eficiência de dispositivos optoeletrônicos,
como sensores de luz, ampliando suas aplicações
tecnológicas.
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